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摘 要

在積體電路的製程與演變中，微影製程（Lithography process）是半導體產業中最重要的關鍵製程技術。在早期，採用光學

曝光系統的應用（G-line、I-line、DUV、EUV and VUV）和光罩修改技術（PSM、OAI and OPC），並且與光阻阻劑

（BL and CRA）結合，所以只能夠做到深次微米（0.18um、0.13um、0.10um）的技術及元件尺寸。在近年來，由美國半

導體工業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）針對微影曝光技術提出的可能解決方法和里程。同時，在台灣的

半導體產業中，許多的公司與學校在研發與製程方面，微影技術開始採用電子束微影與電子束阻劑等等的整合應用，給予

元件的尺寸接近到奈米（90nm、50nm and 35nm）尺寸大小。所以本篇論文研究就是我們利用奈米粒子（C60 and C70）

來修飾電子束阻劑（DSE1010 and NEB22）之探討，並且應用在微影製程與蝕刻製程方面，來完成我們所要之接觸洞

（Contact hole）與片電阻（Sheet resistance）的圖案和尺寸，並且後續把金屬（TiN）的階梯覆蓋（Step coverage）能力應

用在接觸窗口之效果，和金屬矽化物（Silicide）與細線幅效應（Narrow line effect）對於閘極片電阻之穩定性，來證明阻劑

修飾法在未來能夠實現奈米元件之設計與製程研究。
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